Projeto de Processos e
Dispositivos

Suprem e Pisces
Athena e Atlas



Por que simular?

» Reduzir tempo e custo de ajuste
experimental.

e Verificar fenomenos fisicos internos do
dispositivo.

« Simulacao de Processos: Suprem, Athena

« Simulacao de Dispositivos: Pisces,
Minimos, Atlas
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Simula processos

Modelos de etapas de processos

— Oxidacao

— Difusao

— Implantacéo ionica

— Etching

— Deposicao de filmes: CVD e PVD, Fotoresiste
— Extragao de parametros de processos (tg, X;)

0),¢

Possui modelos e parametros de modelos para uma grande
variedade de materiais: Si, SiGe/SiGeC, SiC, compostos
[11-V, etc.



Descreve a estrutura em uma rede de pontos
(grade)

Resolve as equacoes dos modelos das etapas,
versus parametros do processo: tempo,
temperatura, ambiente, etc

Pode ser uni ou bidimensional

Obtém-se a descricao da estrutura fisica do
dispositivo



« Exemplo: Simulacao bidimensional de um
transistor de 0,8 um com LDD.

— Arquivo de entrada: ver arquivo Word &

— Resultados:

« Perfil bidimensional da concentracao de Arsénio na
regido de fonte/dreno e estrutura fisica do
dispositivo e extracao de alguns parametros de
Processo



« Perfil de arsénio e estrutura do dispositivo apos a implantacao e recozimento,
oxidacao de gate e de isolacao, formacédo do LDD e contatos.
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« Estrutura final do transistor, mostrando a juncao de fonte/dreno e contatos
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Simula dispositivos

Entrada: descricao da estrutura fisica e polarizacao
do dispositivo

Resolve as equacdes basicas de semicondutores:
Poisson e Continuidade

Possul diversos modelos de fendmenos de fisica
de semicondutores e tambem parametros para uma
grande variedade de materiais semicondutores.



 Resultados:
— Distribuicéo de potencial elétrico
— Distribuicao de campo elétrico
— Distribuicao de densidade de portadores

— Distribuicao de densidade de corrente de
portadores

— Corrente total pelos terminais do dispositivo




« Exemplo: Simulacao de um transistor
nMOS de 0,8um com LDD (exemplo
anterior)

— Arguivo de entrada: ver arquivo Word

— Resultados:

« distribuicao de potencial elétrico, densidade de
elétrons, densidade de corrente de elétrons e campo
elétrico para Vds = 2.0V e Vgs = 0.0V. Comparacao
entre o dispositivo com e sem correcao de V..

e curva Id x VVgs para Vds = 0.1V com e sem correcao
de V..
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» Distribuicéo de potencial elétrico

Correcao de V, = Implantacao de boro para aumentar a dopagem abaixo
do canal e
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» Distribuicao da densidade de elétrons
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» Distribuicéo de campo elétrico

L4 TonyPlot V2.8.40R
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 Curva Ild x VVgs com Vds = 0.1V com correcao de
V, e sem correcao de V,
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TonyPlot V2.8.40.R
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« Exemplo: Transistor .
nMOS auto-alinhado —
com comprimento de
canal L = 0,6pum.

* yds06um_vq0.log
vds0aum_vgl.log
* yds0gum_vg2.log

e Resultados:

vds06um_vgd.log

_ Curva ID X VDS para vds06um_vg5.log
Vs variando de 0 'V a

5 V.

Drain Voltage (V)
Loading file /home/ledemic08/posgraduandos/macchifLista_lacobus/vds0Bum_vgS.log ..0K © SILVACO International 2008







« Curva bidimensional do potencial elétrico para o dispositivo com
(A) e sem (B) a corregao do efeito de punch through
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« Curva bidimensional da densidade de elétrons com (A) e sem
(B) corre(;ao de punch through

v TonyPIot V2.8.40R
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